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１．概要（Summary） 

InP 系化合物半導体やシリコンを用いた光導波路デ

バイスの作製を行った。光通信用光変調器や光学式ガス

センサーなどのデバイスへの応用を目的としている。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

超高速大面積電子線描画装置、高精細電子顕微鏡、

汎用平行平板 RIE 装置、8 インチ汎用スパッタ装置、クリ

ーンドラフト潤沢超純水付 
【実験方法】 

光導波路や電極パターンの描画に超高速大面積電

子線描画装置、作製した構造の観察に高精細電子顕微

鏡、電極や絶縁膜成膜に汎用平行平板RIE装置、8イン

チ汎用スパッタ装置を用いた。レジスト塗布などはクリーン

ドラフトで行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に、SOI 基板上にシリコン光導波路（幅 400 ミク

ロン）を作製するために行った電子ビーム露光（400 
µC/cm2）・現像処理後の光学顕微鏡像を示す。ほぼ所望

のパターンを描画することができた。600、800 µC/cm2で

も同様の描画を行ったが、オーバードーズであった。Fig. 
2 に電子顕微鏡像を示す。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
本研究の一部は科研費・基盤研究 (B) （ No. 

18H01897）の補助を受けた。また、超高速大面積電

子線描画装置等についてご指導いただいた肥後昭男特

任講師、藤原誠研究員に感謝する。 
 

 

Fig. 1. Microscopic image of 200 nm-wide 
waveguide patterns on SOI substrate after 
e-beam exposure with dose of 400 µC/cm2. 

 

 

Fig. 2. SEM image of 200 nm-wide waveguide 
patterns on SOI substrate after e-beam 
exposure with dose of 400 µC/cm2. 
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